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１． 概要（Summary） 

 半導体デバイスの微細化に伴い、プラズマ暴露による

欠陥構造の形成が問題となっている。プラズマ誘起欠陥

を受けた材料に対し、マイクロ波アニール（MWA）を用い

た熱処理を施すことにより、欠陥が回復することが報告さ

れている。そこで本研究では、半導体デバイスに用いられ

る有機系薄膜の開発をめざしているが、手始めに代表的

な絶縁体材料であるシリコン窒化膜（SiN）に着目し、プラ

ズマ誘起欠陥を受けた SiN に対して MWA 処理を施し

た。その後、MWA が電気伝導特性に与える影響の解析

を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

プラズマ CVD装置 

分光エリプソメーター  

【実験方法】 

 Fig. 1のフローチャートに従い、4種類のサンプルを作

製した。SiN PECVDにはプラズマ CVD装置を用い、膜

厚は 40 nm とした。ただし、成膜レートの算出には分光エ

リプソメーターを用いた。また、プラズマ暴露には誘導結

合型プラズマ源を用いた。SiN PECVD や、プラズマ暴

露、MWAの条件は Fig. 1 に示してある通りである。その

後、水銀プローバを用いて電気伝導特性解析を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 2に各サンプルの I−V特性を示す。Ref. MWAは、

Ref.に対し、高バイアス領域でリーク電流が増加した。

As damagedは、Ref.に対し、低バイアス側でリーク電流

が増加し、高バイアス側でリーク電流が減少した。一方

MWAは、As damagedに対し、低バイアスにおけるリー

ク電流にわずかな違いが見られた。今後、さらにデータ

を取得し、より詳細な解析を行う予定である。 
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Plasma exposure
Source gas：Ar

Pressure：2.7 Pa

Input power：40 W

Stage bias voltage：−200 V

Process time：80 s

SiN PECVD

Source gas：N2

Pressure：50 Pa

Input power：475 W

Process time：69 s
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Fig. 1 A processflow diagram
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Fig. 2 I−V curves of each samples
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